S730T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannuhgen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist.

Besondere Merkmale:

® In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeiten
@ Glaspassivierung @ GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen
@ Monolithischer NPN-Darlington Temperaturen

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

!

4,5

0.6:0.05 80 2430

U p———

»T

— N f—

=120Q =40 Q

15 14,5 4,15 -+ — J— 1L —3 c
T i } Kollektor mit
| 18 55 Gehiuse verbunden
o a7,
| m . ? Normgehause
[ R 08 || 3B2DIN 41872
— v 33 JEDECTO 3
sars 20,7 16 Gewicht max. 20 g~
Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 \
Kollektorstrom Ic 10 A
Kollektorspitzenstrom Iem 15 A
Basisspitzenstrom Iem 25 A
Gesamtverlustleistung
Tease < 25°C Piot 90 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tsig -65..+150 . °C

T1.2/748.0784 D1
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730 T

Wairmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =400V
Uce =400V, Tease = 125°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=2ALc=09mH,Fig. 1,2,3

Kollektor-Sattigungsspannung
lc=10A,lg=04A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaéltnis
Uce=3V,Ilc= 5A
’C = 10 A

DurchiaBspannung der integrierten

Schutzdiode
lc=10A

Induktive Energie
Uz;=350V,Ic=7A,Fig. 4,5

Schaltzeiten

300

lc=5A, Igi = —lga2 =50 MA, Tqse = 25°C
Abfalizeit
Ausschaltzeit

Rihac

Iceo
Iceo

Ugericeo

UCEsat

hee
hee

Ue

E

t

tott

400

150
25

200

Max.

1.39

300

1.8

20

KIW

pA
mA

mWs

s
ps
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S730T
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3 Impulse
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Lc:9 mH

Ic=7A
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S763T

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor

Anwendungen: Hochfrequenzverstérker bis in den GHz-Bereich

Besondere Merkmale:
® Hohe Leistungsverstéarkung

Abmessungen in mm

ae

c [ } ]

<
b+ 12,54 05,2

{ g

4,2 —l 52 |le—— 124

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom
f=1MHz

Basisstrom
f=1MHz

Gesamtverlustleistung
T. =45 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.1

amb =
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich
Waérmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.1

T1.2/493.0484 D1

® Niedrige Rauschzahlen

3
l

20,5

|

i

Ucgo
Uceo
Ueso

lcav

lem

o

o

ot

o

thJA

Normgehause
10 A3 DIN 41868
JEDEC TO 92

Gewicht max. 0.2 g

25
15
25
25

50

500
150

—55...+150

Min. Typ.

mA

mA

mA

mwW
-C
°C

250 KW
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S763T

Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehéduse

Statische KenngréB8en

T,= 25°C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg= 10V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic =10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =3mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA
Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=30mA, lg=2mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce=1 V,/c= 2 mA
Uce=1YV, lc=25mA

Dynamische KenngréB8en
Tamb = 25°C
Transitfrequenz

Ucg=5V,Ic= 2mA, f= 300 MHz
Ucg =5V, Ic=25mA, f= 300 MHz

Riickwirkungskapazitat
UCE=5V.IC=2mA,f= 1 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg=10V,f=1MHz

Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg=0.5V,f=1MHz

RauschmaB
UCE=5V,IC=2mA,RG=SOQ,
f=500 MHz

Leistungsverstédrkung

Uce=5V,Ic=20mA, f= 200 MHz

n % =001,t,=03ms

292

Rinya

Rinyc

leso
Uericso
Uericeo ”
Ugrjeso

Ucesat

hee
hee

fr
fr

Ci.'l re
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Ceso

F

25

15

25

20
20

Typ.

0.6

0.7

1.5
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Max.

350
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250
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KIwW
KIW

nA
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dB



- Gestempelt mit: 779 S 779 T
TELEFUNIKEN electronic
Creative Technologien ' Gestempelt mit: 879 S 879 T

Silizium-PNP-HF-Transistor

Anwendungen: UHF/VHF-Hochstrom-Eingangs- und Mischstufen

Besondere Merkmale:
® Hohe Kreuzmodulationsfestigkeit ® Kleines Rauschen
® Hohe Verstérkung ® Hohe Ruckwartsdampfung

Abmessungen in mm
0,4 10,03 0,4 +0,03
2142003

+0,03 +0,03
0,1:55% 0,115.02

t 1°

i c

1,25505% 1,25100% 2.5
E B P H]B E Normgehéuse
0a 23 A3 DIN 41869
—J 1,9+01 L 2 _—J 1,901 L L_o’i_g-‘" (SOT 23)
——I 2,8510%, - 5304 ——I 2,85255s (- > Gewicht max. 0.01 g
S779T S879T e
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 20
Kollektor-Emitter-Sperrspannung =-Ugeo 20
Emitter-Basis-Sperrspannung = Uggo 3
Kollektorstrom =l 50 mA
Basisstrom -y 5 mA
Gesamtverlustleistung

auf Keramiksubstrat 7 x5x0.6 mm?

Ty =55°C Pt 160 mw
Sperrschichttemperatur 7] 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —-55...+150 °C

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung
auf Keramiksubstrat 7 x5x0.6 mm?® Ria 500 KW

T1.2/961.0185 D1
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S779T
S879T

Statische KenngréBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom -

~Ugg=15V —lcso
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

—Ic=10pA ~U@r)ceo

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—-lc=2mA -Ugryceo

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—le=10pA —Ur)eBo

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
~Ucg =10V, -lc =10 mA hre

Dynamische KenngréBen

Tamb = 25°C
Transitfrequenz

—Ucg =10V, —-Ic = 10 mA, f = 300 MHz fr

=lc =30 mA, f= 300 MHz fr

Kollektor-Basis-Kapazitat

=Ucg =10V, f= 100 MHz Ccso
Rauschmag

=Ucg =10V, =-Ilc=10mA, Rg =50 Q,

f= 800 MHz F?

Leistungsverstarkung
—Ucg =10V, =lc = 10 mA, f = 800 MHz,
R;=50Q,R =500Q Gpb 2

Kollektorstrom fiir Gpp max
_UCB =10V, f=800 MHz,

2
RL=500Q Ic?
50Q 470 pF R cq =C9=0...2 pF
rl
r
' L. |€2 soo
okl
510Q
1 1nF {1 nF
nr -L 1 |
Ugg O-Ucg 811782

MeBschaltung fiir: Gpy, Fo

R % =0.01,t,=03 ms 2 siehe MeBschaltung

294

Min. Typ.
20
20
3
20

2800

2000

0.6

3.4

16

10

Max.

MHz

MHz

pF

42 daB

dB

mA



S7719T
S879T

3000

2000

1000

ARRREN

84 4470

_UCB =10V
=300 MHz
Tamb=25°C
‘\\
N
N
10 20 30 40 mA
Ic—>
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S790T

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor

Anwendungen: Hochfrequenzverstirker bis in den GHz-Bereich, insbesondere fiir Breitband-Antennen-

Verstarker «

Besondere Merkmale:
® Hohe Leistungsverstiarkung
@ Niedrige Rauschzahlen

Abmessungen in mm

4318

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Gesamtverlustleistung

Tamb =25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.1

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.1

T1.2/681.0484 D1

? = S————————1%

<
t + 12,54 #52 4H — — ———————————

@ Hohe Grenzfrequenz

thJA

Normgehéduse

10 A3 DIN 41868
JEDEC TO 92
Gewicht max. 0.2 g

20
15

2
30

450
150
-65..+150

Typ. Max.

275

mA

mw
°C
°C

297



S
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Statische KenngréBen

T;= 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom <
UCB= 1OV, IE= 0

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc=10pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =2mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
IC= 14 mA, UCE= 0V

Dynamische KenngréBen

208

Tamb = 25°C
Transitfrequenz
Ic=14 mA, Ucg = 10V, f= 500 MHz

Riickwirkungskapazitat
Ilc=2mA Uce=10V, f=1MHz
Kollektor-Basis-Kapazitéat
Ucg=10V,f=1MHz
Emitter-Basis-Kapazitat
UEB =05V, f=1MHz
RauschmaB
Ic=2mA, Ugg = 10V, f= 500 MHz,
Re= RGopt

lcso

Usrycso

Usr)ceo

UrEBO

hee

fr

Cuve

Ccso

Ceso

20

15

25

Typ. Max.
50 nA
\
\
\Y

90

5 GHz
0.4 pF
0.5 pF
0.8 pF
24 dB
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TELEFUNKEN electronic S7T91 T

Creative Technologien

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor

Anwendungen: Hochfrequenzverstérker bis in den GHz-Bereich, insbesondere fiir Breitband-Antennen-
Verstérker ~

Besondere Merkmale:
® Hohe Leistungsverstiarkung @ Hohe Grenzfrequenz
® Niedrige Rauschzahlen

Abmessungen in mm

| O e ==
Normgehéduse
f 10 A3 DIN 41868
c 4 N
E 4B+ Yoss as2] (JEDEC TO 92
N L | Gewichtmax. 0.2 g
L ks
4,2 —- 5,2 12,4
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 20
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 12
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso 2 v
Kollektorstrom Ic 50 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb =25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.1 Prot 450 mw
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tsig -65..+150 °C
Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.1 Ryoa 275 K/W

T1.2/683.0484 D1
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Elektrische KenngréBen Min. Typ. Max.
Tj= 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom -
Ueg=10V Icso 100 nA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ilc=10pA Uericso 20 v

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=2mA UeRyceo " 12 \Y

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10 pA Usrjeso 2 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce=5V,lc=30mA hre 25 50

Dynamische KenngroBen
Tamb = 25°C

Transitfrequenz
Uce = 10V, Ic =30 mA, f= 500 MHz fr 5 GHz

Riickwirkungskapazitat
Uce=5V,Ic=2mA, f=1MHz Cire 0.8 pF

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg=10V,f=1MHz Ccso 0.7 pF

Emitter-Basis-Kapazitat
UEB = (0.5 V, f=1MHz CEBO 1.8 pF

RauschmaB
Ucg = 5V, IC= 4 mA,
Re = Raopt, f =800 MHz F 1.9 dB

» % =001, t,=03ms

300
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S 876T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale: -~

@ In Dreifachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,5+002

I
:

i
T
{ : Fr— ‘ E
10 35 4 — - — s C
! | 254
f | o= B
S ¥
| —
L 47 1,25
2,9 96
16 8 6376
Zubehor:

Isolierscheibe Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
T .=25°C

case

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

T1.2/1882.1188 D

@ Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 110 W

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehause
~14A 3 DIN 41869

=~ JEDEC TO 220

Gewicht max. 5,5 g

530 \%
1200 \
7 \'%

12 A
20 A

3 A

6 A

2 A
110 w
150 °C
—65...+150 °C
1,13 K/w

231



S876T

KenngrofRen

T ..=25°C, falls nicht anders angegeben

case

Kollektorreststrom

Tope=150°C, Ug= 1200V

case

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=05mA, L.=125mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=5AIl,=1A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaitnis
=1V, I,=2A
Ug=1V./.=03A

UCE

Transitfrequenz

Ug=10V,[;=1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
Up=10V,I.=0,f=1MHz

Schaltzeiten

T ...= 25 °C, falls nicht anders angegeben

case

Ohmsche Last

Uye=150V,/,=5A

Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit

Induktive Last

Ue

IC =5A IBend

Speicherzeit

Abfalizeit

232

e =300V, -U =5V, L;=3H,

Min.

CES
CES

U(BR)CEOI) 530

U(BR)EBO 7

1)
UBEsat

hee 10

FE

[o3:1e]

Typ.

150

2,5

0,08

Max.

0.1
2,0

40

1,0
3,0
0,8

4,0

0,4

mA
mA

MHz

pF

ps
ps
ps

us
us

ps
us



S876T

o+Ugy=10V +Ug =20V
100 uF s2 s1~20ve
- 100 uF
330 I L |
1nfF
-t
5v 330 BYW32 Le=200 uH |
1%Q _—C3—
o— = 2N2222
p=~75ps ==10nF ] Uklemm =300V
BYW32 %
BY 228

|!27OQ

68Q

88 6109

MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit induktiver Last

Ykiemm

\/ 88 4299

Impulsdiagramm
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? 88 6092 ? 88 8110
Rot e
100
W A\
A 10
80 A
5
\
60 \
N\
40 1
Ip<05ps
\ 05 Rgg <100 41
N\
20 C
N\
01
o] 50 100 °C 10 50 100 500 vV
Tease— UCE —
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S 920TS - S 922TS

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Video-Treiber- und Endstufen in Fernseh-
empféngern, Monitoren und allgemein bei hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung

@ Temperaturunabhéngige
he-Stabilitat

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucko
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom le
Kollektorspitzenstrom Iem
Gesamtverlustleistung
Rpa=270K/W, T =25°C L
Sperrschichttemperatur TJ
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Maximaler Wirmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

1 =3mm, auf Kupferkiihlfliche

=10 mmx10 mm, mit 35 pm Dicke Ryia

T1.2/1226.1188 D

® S 920 TS komplementarzu S 921 TS
® S 922 TS komplementarzu S 923 TS

Standard Kunststoffgehause

10A3DIN 41868
JEDECTO 927
Gewicht max. 0,6 g

$920TS $922TS

300
300

25
100

460
150
-55...+1560

270

250
2560

mA
mA

mwW
°C
°C

K/W

235
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920TS - § 922TS

KenngréRen
Tmp = 25 °C, falls nicht a‘nders angegeben
Kollektorreststrom
U =250V $920TS
Uge=200V $922TS

236

Uge =200V, Ry =27 kQ, T,=150°C

Emitterreststrom

Uge=5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
I.=10 pA S$920TS
§922TS
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
l.=1mA $920TS
$9227TS

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ug=20V,[.=25mA

Transitfrequenz
Uge=10V,I.=10mA

Riickwirkungskapazitat
Uge=30V,[.=0,f=1,0MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
l=25mA, T.150°C

ICES
ICES
ICER

EBO

U(BR)CBO

(BR)CBO

U(BR)CEO

(BR)CEO

U(BR)EBO

C

12e

UCEsatHF

Min.

300
250

300
250

50

60

Typ. Max.
50
50
10
10
90
1.1 1.6
20

nA
nA
HA

HA

MHz



S 920TS - S 922TS

? 88 6112 88 28?‘
—
|

/ 7
Bot \ CER 7
\ L[| Ugg=200V
400 \ Rge=27kQ
mw \ 1000 £
nA
\ y,
300
\
100 ,,/
,I
,/
A /
\ 10
100
\
N\
1
0 50 100 °C 0 40 80 120°C
Bmb — 7]

86 5370
$ 882835 ?
/ h
Uge Ueg=20V / FE
os LTI %
’V T,==20°C_LA=r1T]
LA | [T
N 25°C_L1 ) " 100 HH
06 /’—‘Tm o / L
' 75°C_L41"T R
T
Rl .| Yeg=30Vv -]
150°C LA e
04 ] ol
1]
10
0,2
0 1 ;
01 1 10 mA 0,01 o1 10 mA
/C —_— /C_>
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S 920TS - S 922TS

? 86 5371 ? |\ 8686084
fr Cr2e
Tamb =25 °C 4
pF k=0
f=1MHz
Tamb=25°C
100 P \ amp
MHz ALY
\ 3
AUAY
Y/ \i
7 \
Ugg=10V 2
20V
10 30v \
1 froney
10,1 1 10 mA 0 10 20 30V
lo—= UCE ——
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A S 921TS - S 923TS

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: In Telefonapparaten, Vermittlungstechnik, Video Treiber- und Endstufen in Fernseh-
empfangern, Monitoren und allgemein bei hoher Betriebsspannung.

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung ® S 921 TS komplementérzu S 920 TS

® Linearer h.-Verlauf von ® S 923 TS komplementérzu S 922 TS
Ic=10pA...10 mA

Abmessungen in mm

Standard Kunststoffgehduse
10 A3 DIN 41868
JEDECT0 9227

Gewicht max. 0,2 g

52 12,4

Absolute Grenzdaten §$921TS §$923TS
Kollektor-Basis-Sperrspannung —Ucgo 300 250 Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —Ugeo 300 250 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung —Uggo 5 \
Kollektorstrom =l 25 mA
Kollektorspitzenstrom =lem 100 mA

Gesamtverlustleistung

Rya=270K/W, T =25°C Poot 460 mw
Sperrschichttemperatur 7’J 150 °C
Lagerungstemperaturbereich T. —55...+150 °C

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
I =3mm, auf Kupferkihliflache
210 mmx10 mm, mit 35 pm Dicke R'hJA 270 K/W

T1.2/1224.1188D
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S 921TS-S 923TS

Min. Typ. Max.

KenngroéBen
T.p = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom ~
—Uge=250V §$921TS  —i ¢ 50 nA
—Ug, =200V $923TS  —/ 50 nA
—Uge=200V,R; =27 kQ, 7'l =150°C —leer 10 pA
Emitterreststrom
—Uge=5V —lgo 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—1,=10 pA §$921TS —Ugricso 300 Y
§923TS - BRICBO 250 Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—l,=1mA $921TS —Ugnjceo 300 \%
§923Ts - {BRICEO 250 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—l=10pA —Ugrieso 5 \Y
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
—Ugeg=20V, —I.=25mA hee 50
Transitfrequenz
—Ug=10V,—.=10mA f; 60 90 MHz
Rickwirkungskapazitat
-Ug=30V,-/.=0,f=10MHz Cire 1.1 1.6 pF
Kollektor-HF-Sattigungsspannung
—l.=25mA, Tl 150 °C —Ugeeatiir 20 \%
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TELEFUNKEN electronic S979T

Creative Technologien

Silizium-PNP-HF-Transistor

Anwendungen: UHF/VHF-Hochstrom-Eingangs- und Mischstufen

-

Besondere Merkmale:
® Hohe Kreuzmodulationsfestigkeit @ Kleines Rauschen
@ Hohe Verstarkung @ Hohe Riickwartsddmpfung

Abmessungen in mm

Kunststoffgehéduse
~JEDEC TO 50
Gewicht max. 0.25 g

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung ~Ucso 20
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 20 \"
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 3
Kollektorstrom -Ic 50 mA
Basisstrom -Ig 5 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb = 25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.2 Phot 550 mw
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tsig -565..+150 °C
Warmewiderstand Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung

siehe Seite A 24, Fig. 6.2 R

ihJA 225 KW

T1.2/965.0185 D1
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S979T

Statische KenngréBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom ~
—Ucg=15V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
-lc=10pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-lc=2mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—le=10pA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéitnis
_UCB =10V, _IC =10mA

Dynamische KenngréBen
Tamb = 25°C

Transitfrequenz
=Ucg = 10V, =Ic = 10 mA, f= 300 MHz
—Ic =30 mA, f=300 MHz

Koilektor-Basis-Kapazitat
-Ugg =10V, f= 100 MHz

RauschmaB
'UCB =10V, —’c =10 mA, RG =50Q,
f=2800 MHz

Leistungsverstarkung

—Ucg =10V, -Ic =10 mA, f= 800 MHz,
Rg=50Q

Kollektorstrom fir Gpp max
—Ucg =10V, f= 800 MHz,
R.=5000Q

50Q 470 pF AL Cy=C=0...2 pF

€2 500

O-Ucg 811782

MeBschaltung fur: Ggp, Fy

—Icso

-Usricso
1

-Ugryceo ”

—U@Rr)EBO

hee

fr
fr

Ccso

F?

" 1_;3— =0.01,t,=03 ms 2) siehe MeBschaltung
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Min. Typ.
20
20
3
20

2800

2000

0.6

34

16

10

Max.

100

42

nA

MHz

MHz

pF

dB

dB

mA
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5000

MHz

4000

3000

2000

1000

84 4470

~Ugg=10V
f=300 MHz
Tamb=25°C
‘\\
N
N
N
N
10 20 30 40 mA
Ic—>
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